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Opfindelsen angdr et automatisk forstaerknings-
reguleringskredslgb til superheterodynmodtagere, séledes
som narmere angivet i krav 1's indledning. Dansk patent-
ansggning nr. 5419/69 omhandler en forstarknings-
styrbar mellemfrekvensforstarkeropstilling af denne art,
der er egnet til fabrikation i integreret form pd en
monolitisk integreret kredslgbbrik eller "-chip". I
den af denne ansggning omhandlede opstilling fgres ind-
gangssignaler til et spandingsforsterkertrin gennem et
dynamisk dampningskredslgb. En forsinkelsestransistor,
der er forspandt til metning, holder en transistor, der
tjener som det aktive organ i et dampningsnetvark, af-
brudt over et fgrste omrade af modtagne signalniveauer
under et givet tarskelniveau, hvad der bevirker en
konstant, ringe grad af indfgrt dampning. AGC-forspan-
dingsvariationer, der fgres til forsterkertrinnets ind-
gangselektrode, tjener til at variere forstarkningen af
forstarkertrinnet uden at @ndre netverksdampningen i
det fgrste operationsomréade.

Den forlens forspanding pé forsinkelsestransis-
torens basis er gjort afhangig af AGC-forspandingen. Ved
et valgt AGC-forspandingsniveau, der afspejler et givet
modtaget signalniveau, kommer forsinkelsestransistoren
ud af metning, hvad der tillader forsinkelsestransistorens
kollektorpotential at variere omvendt med AGC-forspan-
dingen. Ved et endnu hgjere signalniveau er forsinkel-
sestransistorens kollektorpotentials @ndring fra matnings-
potentialet tilstrakkelig til at forspénde dempningstran-
sistoren til ledning. For signalstyrker, der gges ud over
denne tarskel, skaber dampningskredslgbet en forgget damp-
ning, og begranser siledes spandingssvinget ved forstarker-
indgangselektroden. N&r dempningstranssistoren er ledende,
lukkes en jevnstrgmsmodkoblingsslgjfe, der holder for-
spendingen ved forstarkerens indgangselektrode forholds-
vis konstant over for tilfgrte AGC-zndringer, der gen-
spejler signalniveauer over tarsklen. S3ledes er styrin-
gen i det andet funktionsomrdde over tarsklen i hoved-

sagen begranset til en dampningsvirkning, mens forstarker-
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trinnets forstarkning forbliver forholdsvis konstant.

Den ovenfor beskrevne opstilling letter mel-
lemfrekvensforstaerkerens behandling af et bredt ind-
gangssignalomrdde, idet der undgdas forvrangning ved den
ende af omridet, hvor signalerne er kraftige, uden at
der indfgres forringelse af signal-stgjforholdet i den
ende af omrddet, hvor signalerne er svage. Desuden kan
dezmpningskredslgbet og det tilhgrende forsinkelsestran-
sistorkredslgb, som angivet i den navnte danske patent-
ansggning nr. 5419/69, almindeligvis realiseres i inte-
greret form pd den samme monolitisk integrerede kreds-
lgbsbrik som det tilhgrende forstarkertrin.

Det er opfindelsens formdl for den ovenfor be-
skrevne opstilling at tilvejebringe en udfgrelsesform,
der muliggpr et samarbejde mellem en forsinket radio-
frekvens—-AGC-virkning og de fgrnavnte mellemfrekvens
forstarkningsregulerings— og mellemfrekvens-dampnings-
virkninger. Ifglge opfindelsen opnds dette formil med
et kredslgb som tillige udviser de i krav l's kendeteg-
nende del angivne trzk. Anvendelse af falles forsin-
kelsesorganer gg¢r det muligt at bringe radiofrekvens-
-AGC- og mellemfrekvensdampningsvirkningernes respektive
tarskler i ngjagtig relation til hinanden. Herved opnds
nemlig, at signalamplitudestyringen som reaktion pa& den
AGC-potentialkilde fglger et forlgb, der indeholder
mindst tre adskilte faser: (a) en svagtsignalfase,
hvor AGC-virkningen er begr@nset til andringer i mel-
lemfrekvensforstarkerens forstarkning (b) en middelsig-
nalfase, hvor forstarkningsandringer i mellemfrekvens-—
forstarkeren ledsages af @ndringer i radiofrekvens-
forstarkerens forstarkning og (c) en kraftig signal-
fase, hvor AGC-virkningen i hovedsagen er begranset til
mellemfrekvensdaempningsvirkning.

opfindelsen forklares i det fglgende nzrmere under
henvisning til tegningen, der dels i skematiske detal-
jer og dels som blokdiagram viser en del af en super-

heterodynmodtager med et kredslgb ifglge opfindelsen.
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P4 tegningen er en tuner 18 vist i blokform. Tu-
neren 18 indeholder organer til udfgrelse af de almin-
delige funktioner ved selektiv forstarkning af et ¢n-
sket af forskellige modtagne radiofrekvenssignaler og
til konvertering af det valgte radiofrekvenssignal til
mellemfrekvenser. Et selektionsnetvark 20 med band-
paskarakteristik som er beregnet til arbejdsfrekvenserne
for den pégzldende modtagers mellemfrekvens, forbinder
udgangen p& tuneren 18 med mellemfrekvensindgangstermi-
nalen T5 pd en monolitisk integreret kredslgbs-
brik, der er vist ved det punkterede omrids 30. Brik-
ken 30 indeholder kredslgb, der udfgrer en mellemfre-
kvensforsterkerfunktion, der skal beskrives i n&rmere
detaljer nedenfor, og afgiver et mellemfrekvensfor-
starkerudgangssignal ved brikterminalen T8.

Et andet selektionetskredslgb 40, der yderligere
afgranser mellemfrekvensgennemgangsbandet, fgrer mellem-
frekvenssignalerne ved brikterminalen T8 til en ud-
gangsterminal 0. Mens de efterfglgende ikke viste mod-
tagerkredslgb kan vere forskellige, afhangigt af de
specielle signaler som modtageren er beregnet til,

vil yderligere mellemfrekvensforstarkertrin typisk vare
indskudt imellem terminalen 0 og forstarkerens mellem-
frekvenssignaldetektor.

En mellemfrekvens-AGC-potentialkilde 50 leverer
en variabel forspanding til brikken 30's mellemfrekvens-
indgangsterminal T5. Mellemfrekvens-AGC-potentialkilden
50 er pd tegningen kun vist i blokform. Der kendes et
antal forskellige mdder til frembringelse af et pas-
sende mellemfrekvens-AGC-potential ud fra detekterede
mellemfrekvenssignaler, og opfindelsen beskaftiger
sig ikke med detaljé} heraf. Til den p& tegningen
viste sarlige kredslgbsudformning kan man antage, at
kilden 50 til terminalen T5 leverer et positivt for-
spandingspotential, der bliver mindre positivt med vok-

sende modtagesignalniveau. For at forklare de resul-
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terende @ndringer af modtagerfunktionen, hvilke andringer
reducerer de modtagne signalniveauvariationers virk-

ning pd udgangssignalniveauet ved terminalen O, skal de
p& tegningen skematisk viste detaljer nu beskrives.

I det viste kredslgb for brikken 30 fgres mel-
lemfrekvenssignalerne, som af selektionskredslgbet 20
leveres til brikterminalen T5, direkte til basis p&d en
signaltransistor Q101, der er forbundet som emitterfgl-
ger. I stedet for en emittermodstand danner en styre-
transistor Q119's kollektor-emittervej, af grunde der
senere skal beskrives, en returvej fra signalstransi-
storen 0101's emitter til brikken 30's jordterminal T4.

Signalerne, der optrader ved signaltransistoren
0101's emitter, fgres til en dampningskreds, der er dan-
net af en modstand R101l og en dampningsstyretransistor
0103's emitter-kollektorvej. En dampet udgave af emit-
terfglgerens udgangssignal vil fremkomme ved modstands-
-transistorforbindelsen, idet dampningsgraden afh@nger
af den impedans, dampningstransistoren Ql03's emitter-
-kollektorvej frembyder. Dette dempningsnetvarks funk-
tion beskrives nedenfor i detaljer.

Udgangssignalet fra dampningsnetvarket fgres
over et par kaskadekoblede emitterfglgere, Q105 og Q107,
til basis pd& en transistor Q109, idet udgangssignalet
fra de kaskadekoblede emitterfglgere fremkommer over
en emittermodstand R107. Transistoren Q109 er anbragt
i kaskodekobling med transistoren Q111 til dannelse af
et forstarkertrin med stor forstarkning, der leverer
et udgangssignal til brikkens mellemfrekvensudgangs-—
terminal T8. I det kaskodekoblede par udggr transi-
storen 109 et emitterjordet trin med basisindgang,
hvis kollektor er direkte forbundet med emitterind-
gangen p& det af transistoren Q111 dannede basisjordede
trin. Arbejdspotentialet til kaskodeforstarkertrinnet
tilfgres fra B+-brikterminalen T12 gennem en ydre mod-

stand 56 og en spole i selektionskredslgbet 40.
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Som tidligere forklaret fores foruden mellemfre-
kensindgangssignaler et AGC-styrepotential til ind-
gangsterminalen T5. I kraft af den direkte kobling gen-
nem emitterfglgeren Q101, modstanden R10l og emitter-
fglgerne Q105 og Q107 pa&virker et sddant AGC-indgangs-
signal direkte forspandingen pa basis af det kaskodekob-
lede pars transistor Q109. De pafgrte AGC-potentialvaria-
tioner er polariseret til undgdelse af modsat AGC-virk-
ning, dvs., ndr signalstyrken vokser, ggres forspandings-
spendingen pad transistoren Ql09's basis mindre positiv
for at indfgre en ¢gnsket reduktion af det kaskodekoblede
forsterkertrins forstarkning.

Som omtalt i den tidligere nazvnte danske patent-
ansggning nr. 5419/69 er det ¢nskeligt foruden det kasko-
dekoblede forstarkertrins forsterkningsvariationer at s¢r-
ge for yderligere hjalp til forsterkningsreduktion og isa&r
yderligere hijalp af en art, der ved kraftige signaler ska-
ber en begrensning af spandingssvinget, der fgres til
basis pd transistoren Q109, hvorved der kan undgds
forvrengning i dette trin. Det er til dette form&l den
tidligere navnte dampningskreds R101/Q103 er tilveje-
bragt.

Styringen af dempningskredsen sker pad fglgende
mdde. Der findes en transistor Q113, der uddrager sit kol-
lektorpotential fra en ydre modtagerstr¢gmforsyning gen-
nem en ydre modstand 52, og hvis basis reagerer pd span-
dingen pd& transistoren Ql09's basis i kraft af at en
modstand R113 forbinder de to transistorers basiselek-
troder. Under forhold uden signal eller med svagt sig-
nal, forspandes transistoren Ql13's basis tilstrakkeligt
forlens til, at transistoren er i metning.

Under sddanne matningsforhold holdes en emitter-
fglgertransistor Q115, der har sin basis direkte forbun-
det med transistoren Q113's kollektor og sin emitter for-
bundet med jord over modstande R115 og R116 i serie, i
ikke ledende tilstand. Transistoren Q103 i den tidligere

navnte dampningskreds har sin basis direkte forbundet med
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emitteren pd emitterfglgertransistoren Ql15.

S8ledes er dempningsstyretransistoren Q103 under
forhold med svage signaler ligeledes ikke-ledende, og
som fglge heraf indfgres en forholdsvis ringe dampning
af kredsen R101/0103. Anbringelsen af de kaskadekoblede
emitterfglgertransistorer Q105, Q107 i signalvejen til
kaskodeforsterkerindgangen giver en dynamisk indgangs-—
impedans, der er tilstrakkelig h¢j i forhold til dampnings-
modstanden R102's impedans til at sikre, at dampnings-
graden for svage signaler er virkelig lille, nar demp-
ningsstyretransistoren Q103 er ikke-ledende.

Under forhold med kraftigt signal er det AGC-po-
tential, der uddrages fra kilden 50, imidlertid lavere
end spandingen p& transistoren Q109 og vil nd et punkt,
ved hvilket transistoren Q113 vil komme ud af matning
og tillade sin kollektorspanding at stige til et ni-
veau, der er tilstrakkeligt til at forspaznde emitter-
fglgertransistoren Q115 forlens. Transistoren Q 115's
emitter fglger derefter den stigende basisspanding, og
dazmpningsstyretransistoren Q103 vil begynde at lede,
ndr transistoren Q115's emitter stiger til en positiv
spanding, der er tilstrzkkelig til at overvinde den
baglans forspanding ved transistoren Q103's emitter.

For signalstyrker, der ligger over de netop be-
skrevne forhold, vil den strgm, der trakkes af damp-
ningsstyretransistoren Q103, vokse, og den impedans,
der frembydes af transistoren Q103's emitter-kollektorvej,
vil aftage, ndr signalstyrken vokser, sd at der ind-
fgores en hgjere og hgjere grad af dezmpning af det mel-
lemfrekvenssignal, der leveres til transistoren Q109's
basis.

Der findes en yderligere transistor Q117 til drift
af den forsinkede radiofrekvens-AGC-udgangsterminal
T6. Transistoren Q117's basis er direkte forbundet med
forbindelsen mellem modstandene R115 og R11l6 i emitter-
fglgeren Q115's emitterkredslgb. Transistoren Ql17's emit-
ter er forbundet med jord gennem en emittermodstand R117,
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mens transistoren Q117's kollektor over chipterminalen
T6 og en ydre modstand 58 er forbundet med strgmfor-
syningen, +30 volt, der requleres af brikken 80, sa-
ledes som det vil blive beskrevet senere. Under forhold
uden signal eller med svagt signal, der holder tran-
sistoren Q115 sparret, er transistoren Ql17 ligeledes
sparret. v

Naér sighalstyrken imidlertid er tilstrakkelig
stor til, at emitterfdlgeren Q115 leder tilstrakkeligt,
bliver basis p& transistoren Q117 forspandt forlans og
transistoren Q117 begynder at lede. Indstillingen af
tersklen for den leverede radiofrekvens—-AGC kan styres
udefra, sdsom ved valg af modstanden 52's vardi for
at bestemme forsinkelses-transistoren Q113's m®tnings-
strgm.

For signaler over det valgte tarskelniveau,
dvs. AGC-niveauer over det der er tilstrakkeligt til at
bringe transistoren Q113 ud af matning og derpd ggre
transistorerne Q115 og Q117 ledende, vil spandingen

ved terminalen T6 variere i overensstemmelse med AGC-

-potentialet ved basis af transistoren Q107. Forskudt til

et lavere spaendingsomrdde ved hjelp af et forskyd-
ningsnetverk, der dannes af modstandene 54 og 55, dan-
ner den varierende spanding ved forbindelsen mellem
modstandene 54 og 55 et passende forsinket AGC-poten-
tial til radiofrekvensforstarkerstyring i tuneren 18.
Filtrering af radiofrekvens-AGC-potentialet lettes ved
forbindelsen af en kondensator 57 mellem modstandenes
forbindelsespunkt og den afkoblede brikterminal T7.
Det bemarkes, at forsinkelsestarskelen i for-
bindelse med radiofrekvens~AGC-drivtransistoren Q117
er lavere end forsinkelsestarskelen i forbindelse med
dampningstransistoren Q103. Dvs. at radiofrekvens—-AGC-
-virkningen startes ved et lavere signalstyrkeniveau,
der er angivet ved AGC-potentialet, end det signal-
styrkeniveau, ved hvilket dempningsvirkningen begyn-

der. I virkeligheden gennemlgbes fortrinsvis hele ra-
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diofrekvensforsterkningsomridet fgr dampningsvirkningen
igangsattes. Sdledes ndr f.eks. radiofrekvens-AGC-driv-
transistoren Q117 i det viste kredslgb maetning ved et
spendingsniveau ved transistoren Ql15's emitter, der
ligger under spandingsniveauet i forbindelse med pa-
begyndelse med dempningstransistoren 0103's ledning.

Det skal ogsd bemazrkes, at en javnstrgmsmodkob-
lingsslgjfe med forholdsvis stor forstarkning fuldendes,
nir fgrst dempningsvirkningen er begyndt med transistoren
0103's ledning, idet slgjfen indeholder modstanden R113
og transistorerne Q113, 0115, Q103, Q105 og Ql07. En
fglge af en sddan tilbagekobling er, at forspandingen
ved transistoren Q109's basis holdes forholdsvis kon-
stant over for yderligere forggelser af det AGC-poten-
tial,'der fgres til terminalen T5.

Fglgelig indeholder styresekvensen mindst tre
adskilte faser. I den fgrste fase med forholdsvis sva-
ge signaler, begranses AGC-virkningen til forstark-
ningsandringer for kaskodeforsterkertrinnet Q109,

0111, for en anden fase med middelsignalniveau ledsa-
ges forstarkningsfaktorvariationerne for kaskodeforstar-
kertrinnet af radiofrekvensforstarkningsfaktorvariationer,
og i en tredje fase med hgjt signalniveau er AGC-virk-
ningen i hovedsagen begranset til funktionen af demp-
ningskredsen R101, Ql03. En fijerde fase, der indebarer
en tilbagegang til mellemfrekvensforsterkningsfaktor-
variationer alene, kan efter valg tilknyttes overgangen
mellem den ovennavnte anden og tredje fase, som styret
af graden af adskillelse mellem niveauerne for tran-
sistoren Ql17's metning og pdbegyndelsen af dampnings-
styretransistoren Q103's ledning.

Som tidligere bemarket danner transistoren Ql19's
kollektor-emittervej en returvej til jord fra indgangse-=
mitterfglgertransistoren Ql0l's emitter. Transistoren
Q119 anvendes i stedet for en emittermodstand til at
skabe en forholdsvis konstant strgmforsyning til tran-
sistorerne Q101 og Q103 emittere, idet strgmmen er til-
strazkkelig stor til at forhindre det, at transistoren

0103 "stjzler" strgmmen fra transistoren Q101, i at be-
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greznse AGC-omradet.

Dvs. at der ved arbejdsmaden ved kraftige signaler,
ndr dempningsstyretransistoren Q103 bliver ledende og trak-
ker mere og mere strgm, vil ske en tilsvarende reduk-
tion af strgmmen gennem signaltransistoren Ql01l. For
at undgd afskering af transistoren Q101 under disse
omstendigheder, m& emitteren vende imod en tilstrek-
kelig strgmkilde. Transistoren Q119 tjener, med sin
basis passende forspandt til etablering af en forholds-
vis konstant str¢mvaf den ¢nskede stgrrelse, som en sé-
dan kilde.

Den krzvede forspendingsstrgm til forsynings-
transistoren Q119 uddrages fra emitteren af en emit-
terfglgertransistor Q105 ved et forspandingsnetveark,
der bestdr af seriekombinationen af modstanden R104,
modstanden R105 og en forlans forspandt stabilise-
ringsdiode D101, idet basis p& transistoren Q119 er
forbundet med forbindelsespunktet mellem modstandene R104
og R105. Den samlede modstandsverdi af seriekombinatio-
nen er valgt til at give en forspandingsstre¢m, der er
passende til at indstille den konstante strgmforsyning
i det ¢nskede omride. Modstanden R104's modstandsvaer-

di er valgt tilstrakkelig stor i forhold til modstanden
R105's til at forhindre transistoren Q119 i at ind-
fgre nogen forringelse af betydning af AGC~potentialet
ved arbejdsmé&den ved svagt signal.

Brikken 30's kredslgb indeholder desuden et af-
koblingskredslgb til levering af arbejdspotentialer til
et antal af de tidligere omtalte transistororganer. En
stabiliseret spanding B+, eksempelvis 11 volt, frembrin-
ges af et stabiliseringskredslgb 80 fra en ikke vist span-
dingsforsyning, der findes et eller andet sted i modta-
geren, og fgres til brikterminalen T12., Spandingen B+ fg-
res til et enkelt afkoblingsnetvark omfattende serie-
kombinationen af en modstend R119 og en zenerdiode Z10l.

Selv om dette enkle kredslgb skaber en tilstrak-

kelig afkobling, kan zenerdiodefunktionen indfgre et
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ugnsket stgjniveau i den spanding, der optrader over
den. Fglgelig fgres spandingen over zenerdioden 7101
over-en:émitterf¢lger 0121 til et dynamisk stgjfil-
ternetvark omfattende en transistor Q123, en modstand
R121 og en kondensator Cl0l. Transistoren Q123's kol-
lektor er direkte forbundet med transistoren Ql2l's
emitter. Modstanden R121 forbinder basis pd transi-
storen 0123 med emitteren p& transistoren Ql21, mens
kondensatoren Cl0l er forbundet mellem basis pa tran-—
sistoren Q123 og jordledningen T4. Der er sdledes pé en
emitterelektrode p& filtertransistoren Q123 et forholds-
vis stgjfrit B+-potential til rédighed, der er til-
strakkeligt afkoblet fra yderligere kredslgb, der er
forbundet med terminalen T12.

Det har vist sig yderligere at vare tilradeligt
at afkoble kollektorerne p& transistorerne Q101 og
Q0103 fra kollektorerne pd de fglgende trin i brikkreds-
lgbet. Transistoren Q123 er til dette formél opbygget i
dobbelt emitterform, med en fgrste emitter, der leverer
B+-potentialet til kollektorerne p& transistorerne Q101
og 0103, og med en anden emitter, der udggr en isoleret
B+-potentialkilde for kollektorerne pd transistorerne
0105, 0107, Q109 og Qll5. Basis pé& kaskodeforstarkerens
emitterindgangstransistor 0111 er ogsd forbundet med
den sidstnavnte B+-potentialkilde.

En af de superheterodynmodtagertyper, hvori prin-
cipperne ifglge opfindelsen har varet anvendt med held,
er farvefjernsynsmodtagere. I beskrivelsen til den ameri-
kanske patentansggning nr. 803.544 er der vist detaljer
af en sidan farvefjernsynsmodtager. I dette anvendelses-
eksempel er det heri for brikken 30 viste kredslgb inde-
holdt p& samme monolitisk integrerede kredslgbsbrik med
yderligere kredslgb, der udfgrer sddanne funktioner som
afsluttende mellemfrekvensforsterkning, videodetektering,
videoforstarkning, frembringelse af AGC-potential, drift
af krydsbareb¢lgelyddetektor, krydsbarebglgelyddetekte-
ring, krydsb&reb¢lgelydmellemfrekvensforstarkning, drift
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af automatisk finindstilling og styring af regulatorrefe-

rencen.

Som eksempel er et sat vardier for kredslegb-
brikken 30 og komponenterne uden for kredslgbsbrikken i
forbindelse med denne pa tegningen anfgrt i nedenstaen-

de tabel, hvilke verdien giver tilfredsstillende virkning

11

i den fgrnavnte farvefjernsynsmodtager:

Tabel A: Komponentvardier pé& brikken
Modstand R101 - 1.000 ohm
Modstand R104 - 2.000 ohm
Modstand R105 - 360 ohm
Modstand R107 - 700 ohm
Modstand R113 - 1.000 ohm
Modstand R115 - 1.600 ohm
Modstand R116 - 3.200 ohm
Modstand RI117 - 800 ochm
Modstand R121 - 3.000 ohm
Kondensator Cl01 - 20 picofarad

Tabel B:

Komponentvardier udenfor brikken

Modstand
Modstand
Modstand
Modstand
Modstand

Kondensator 53
Kondensator 57

Kondensator 59

52
54
55
56
58

100.000
2.400
62.000
1.200
6.800
0,001
0,100
0,001

ohm
ohm
ohm
ohm
ohm
microfarad
microfarad

microfarad

142388
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Patentkrav.

1. Automatisk forstarkningsregqulerings (AGC)-

-kredél¢b i en superheterodynmodtager indeholdende

a) en tuner (18) til selektiv forstarkning af
moatagne radiofrekvenssignaler og omdan-—
nelse af disse til mellemfrekvenser,

b) en AGC-potential kilde, der frembringer et
javnstrgmspotential, som varierer afhangigt
af det modtagne signals niveauvariationer,

c¢) en mellemfrekvensforstarker (30) med et ind-
gangskredslgb (Q105, Q107, Q115, Q113),

- d) organer indeholdende et dynamisk dampnings-

netvaerk (0103, R101l) til at fgre tunerens
(18) mellemfrekvensudgangssignal og det va-
rierende javnstrgmspotential fra AGC-kilden
il mellemfrekvensforstarkerindgangskredslg-
bet (Q105, @107, 0115, Q113), idet en damp-
ningstransistor (Q103) er indeholdt i det dyna-
miske dempningsnetvark, hvor attenuatortransi-
storens ledning styrer den grad af dampning, der
indfgres af dempningsnetvarket,

e) en radiofrekvens-forstarkertransistor til styr-
bar radiofrekvenssignalforstarkning i tuneren
(18), k ende tegnet ved falles for-

sinkelsesorganer, der styres af det varierende Jjavnstrgms—

potential p& en sadan méade,

1)

2)

at ledning af bdde dampningstransistoren (Q103)

og en radiofrekvens-AGC-drivtransistor (Q117)
forhindres, ndr de modtagne signalniveauer fal-
der i et fgrste omrdde for svage signaler,

at ledning af dezmpningstransistoren (Q103) for-
hindres og ledning af radiofrekvens-AGC-driv-
transistoren (Qll7) tillades, nér de modtagne
signalniveauer falder i et andet omrade for sig-
naler af middelstyrke, og at ledning af bade
dezmpningstransistoren (Q103) og radiofrekvens—AGC-
drivtransistoren (Q117) tillades, ndr de modtagne
signalniveauer falder i et tredje omrade for kraf-

tige signaler.
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2. Kredslgb ifglge krav 1, k end et egnet
ved, at de felles forsinkelsesorganer indeholder en for-
sinkelsestransistor (Q113), der forspandes til metning
i fraver af modtagne signaler.

3. Kredslgb ifgdlge krav 1 og 2, k ende tegqg -
net ved en siddan indretning, at dampningstransistorens
(QL03) ledning, ndr de modtagne signalniveauer falder i
omradet for kraftige signaler, lukker en javnstrgms-
modkoblingsslgjfe, der modvirker variationer i javnstrems-
potentialet ved mellemfrekvensforstarkerindgangskreds-
lgbet.

4. Kredslgb ifglge krav 1, 2 og 3, k end e -

t egnet ved en saddan indretning, at radiofrekven-
-AGC-drivtransistoren (Ql17) arbejder i metning, ndr de
modtagne signalniveauer falder i omraddet for kraftige sig-

naler.

Fremdragne publikationer:
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